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[image: image1.wmf]Гетероструктуры II типа и наногетероструктуры с глубокими квантовыми ямами InAs(Sb)/AlSb на основе узкозонных полупроводников интенсивно изучаются в последнее десятилетие как материалы, перспективные для создания приборов, работающих в ближнем и среднем ИК–диапазонах (светодиоды, лазеры, фотодетекторы). Ранее было показано, что безызлучательная Оже–рекомбинация может быть подавлена на гетерогранице II типа и в глубоких квантовых ямах [1]. Однако квантовая эффективность и оптическая мощность светодиодов и лазеров на основе узкозонных полупроводников и наногетероструктур резко падает с ростом температуры. Важной фундаментальной задачей является поиск путей увеличения квантовой эффективности и оптической мощности подобных структур в широком диапазоне температур, в том числе, выше комнатной температуры (T>300K). В рамках данной работы было проведено экспериментальное и теоретическое исследование процессов излучательной и безызлучательной рекомбинации в наногетероструктурах с глубокими квантовыми ямами AlSb/InAsSb/AlSb на основе GaSb при повышенных температурах (300–500K). Впервые наблюдалось увеличение оптической мощности излучения с ростом температуры в диапазоне 300-410K (30-110°C) (Рис.1). Объяснение такого необычного поведения температурной зависимости было дано в рамках детального теоретического анализа процессов рекомбинации носителей заряда в исследуемых структурах.
Работа частично поддержана грантами РФФИ 14-02-31409 мол_а, 14-02-01223 А, а также CSF 13-15286S и MYES LM 2011 026 “LNN”.
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Рис. 1 Температурная зависимость оптической


мощности излучения в n-GaSb/AlSb/InAsSb/AlSb/p-GaSb наногетероструктуре.









